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요약 플래시 메모리 소자의 집적도를 두배로 증가시키기 위하여, 비대칭적인 일함수를 갖는 이중 게이트
구조 MOSFET과 금속-산화막-질화물-산화막-규소 (MONOS) 구조의 비 휘발성 메모리를 응용한 2-비트 동작을
하는 새로운 구조의 비휘발성 메모리 소자 구조 및 동작 조건을 제안, 최적화하였다. NAND 셀 배열 구조의
2-비트 프로그램 및 소거 동작은 독립적으로 제어되는 두개의 게이트를 이용한 Fowler-Nordheim (FN) 터널링을
이용하였다. 제안된 소자의 양쪽 게이트 일함수와 투과 산화막 두께의 변화를 통한 프로그램 상태의 문턱
전압 변화를 SILVACO® 시뮬레이션을 이용하여 연구하였다. 본 논문에서는 2-비트 동작을 위한 비대칭 이중
게이트 구조를 이용한 비 휘발성 메모리 소자에 대한 지침과 프로그램/읽기/소거 동작 조건을 제안하였다.
키워드 : MONOS, Fowler-Nordheim tunneling, 비대칭 이중 게이트, 비 휘발성 메모리, 플래시 메모리
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Abstract － A 2-bit operational metal-oxide-nitride-oxide-silicon (MONOS) nonvolatile memory using an asymmetric
double-gate (ASDG) MOSFET is studied to double the flash memory density. The 2-bit programming and erasing is performed
by Fowler-Nordheim (FN) tunneling in a NAND array architecture using individually controlled gates. A threshold voltage
shift of programmed states for the 2-bit operation was investigated with the aid of SILVACO® simulator in the both sides of
gate by changing gate workfunctions and tunneling oxide thicknesses. In this paper, guidelines of the 2-bit ASDG nonvolatile
memory structure and operational conditions are proposed for “program”, “read”, and “erase”.
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well as between “01” and “10” than between “10” and
“11” in Fig.2.
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distant from V T,00 . In terms of the threshold voltage shift,
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during erase

T FG_OX =1nm and T BG_ OX =4nm shows the largest threshold
voltage difference.

Table.1. The threshold voltage difference of neighboring
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4. Conclusions
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